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１．概要（Summary） 

金属埋め込みした微小光共振器構造は非常に小さく

低しきい値のナノレーザを実現する目的で広く研究されて

いる。しかしこれまでの研究では、金属による光吸収のた

めに、共振 Q 値は 500 程度以下と低くとどまっていた。

我々はより大きな共振 Q 値を持つ共振器の実現を目指し

て金属/絶縁体/半導体からなる微小共振器を製作するた

めに、北海道大学微細加工プラットフォームの設備を利

用して微細加工を行った。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

ICP 高密度プラズマエッチング装置、反応性イオンエッ

チング装置、電界放射型走査電子顕微鏡、超高精度電

子ビーム描画装置、真空蒸着装置、プラズマ CVD 装置、

マスクアライナー 

・実験方法 

GaAs 半導体表面に CVD 装置で SiO2 膜を形成し、レ

ジストとの２層構造に電子ビーム描画装置で直径 0.2~2 

m の円を描き、イオンエッチング装置で SiO2 マスクを形

成する。露出した GaAs 表面を ICP 装置でエッチングし

て高さ 700 nm の柱状構造を作製する。その表面に均一

に 200 nm の SiO2 膜を CVD 装置で形成し、蒸着装置を

用いて 1.5 m 厚さの銀に埋めこむ。この銀の表面を硝子

支持基板に貼り付けた後、GaAs 基板を、機械研磨とプラ

ズマエッチング装置で除去した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板除去後の表面を Fig. 1 に示す。円形の GaAs 柱

状構造の表面以外は SiO2 膜表面となっている。この

GaAs は Si を多量に添加してあり、波長 900 nm 帯では

通常広く広がった発光を示すが、この金属埋め込み構造

では Fig. 2 に示すように鋭い発光を示し、これまでの報告

より一桁以上大きい共振 Q 値~9000 が得られた。 
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Fig. 1. SEM image of completed metallic 
microcavity surface. 
 
 

 
Fig. 2. Sharp luminescence peak due to optical 
resonance. The solid line is the Lorentz function 
fit to estimate the luminescence line width. 


